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第 4 章では，顕微ラマン分光法を利用して， L S 1 の配線材料として用いられたり， 3 次元回路素子
としての応用が研究されているレーザーアニールしたポリシリコンの評価を行なっている。試料は，





第 5 章では，新材料として注目されているアモルファス SiCの評価を行なっている。 a -Si xC1-x 
? ?? ??














結晶化が生じるが 5W以上では溶融してから後再結晶化が始まること，④ 5.5 W でアニールした試料
は数 μm の大きさのグレインから成っていることなどを示し，⑤ストレスの発生の機構の主なものは
急速な時間変化による不均一な熱膨張のためであることを示している。







(4) 通常のラマン分光法によるアモルファス SixCl-xの測定からSi -Si ボンドよりも c-c ボンドの
方が散乱効率が大きくそれが組成によって変化すること，②カーボンリッチの領域ではc-c ボンド
によるラマンバンドが特異な振舞を示すことを見出し，この起因を明らかにし，③アモノレファス
SixC l-X の製法によってその特性に変化のあることを示している。
以上のように本論文は通常のラマン分光法及び顕微ラマン分光法が半導体材料の評価やその微小領域
の評価に有効な手段である乙とを示したもので，応用分光学及び半導体工学に寄与すると乙ろが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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